
ナノパターン溝を形成した AlN および Al0.55Ga0.45N 上への Al0.55Ga0.45N の成長  

Growth of Al0.55Ga0.45N thick films on AlN templates with nano-sized patterned grooves 
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高性能紫外発光素子の実現には、高品質な AlGaN を得ることが重要である。本研究グループでは、ス

パッタアニール AlN 上に MOCVD 成長の AlN 層を介して AlGaN を成長することによって初期成長が 3

次元成長となり、それが低転位 AlGaN 層を実現するのに有効であり、この下地層を用いることによって

電流注入で UV-B 領域のレーザ発振を実現した。その一方で、転位密度の低減はさらなるデバイス性能の

向上に不可欠であることから本研究では周期溝構造について着目した。マイクロサイズの周期的な溝を

形成した AlN もしくは AlGaN を低 Al 組成の AlGaN で埋め込むことによって低転位な AlGaN が得られる 

[1]。しかし、中間 Al 組成 AlGaN ではこの手法は埋め込みによる平坦化が難しい。一方、ナノサイズの

パターン溝を形成した AlN 上に AlN を再成長することによって低転位化が可能であることが報告されて

いる[2]。本報告では、AlN 上および Al0.55Ga0.45N ナノサイズのパターン溝を形成し、その上に AlGaN の

再成長を行った。 

図 1 に本実験で作製した試料の構造図を示す。c 面サファイア上にスパッタで堆積した AlN を 175nm

堆積しアニール処理を施した高品質 AlN 膜上に MOVPE 法で AlN を膜厚１μm 成長したものと、初期成

長を 3 次元成長させた AlGaN を 5μm 積層させた AlGaN を作製した。その後、ナノインプリント法およ

び ICP エッチングを用いて、ナノサイズの周期的な溝を作製した。図 2 に作製したナノパターンの平面

SEM 像を示す。パターン形状は切頭六角錐を三角格子状に配置した構造で、六角錐のサイズは AlN と

AlGaN でそれぞれ幅 270 nm、250nm 深さ 400 nm であった。パターン作製した試料の上に Al0.55Ga0.45N を

4 μm 結晶成長した。この Al0.55Ga0.45N を CL で評価したところ AlGaN パターンを用いたもので図 3 のよ

うに暗点密度が 5.25×10
8 
cm

-2 であることが確認された。これらの結果について当日議論する。 
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Fig. 1 Sample structure 
Fig. 3 Plan-view CL image of AlGaN MQW on 

(a) patterned AlN and (b) patterned 

AlGaN templates. 

Fig. 2 Plan-view SEM image of (a) 

patterned AlN and (b) patterned 

AlGaN templates.  
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